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2) YFe03単結晶に微量のCo 2+又はCo 3 + を添加した場合の添加量とスピン再配列温度との対応関係
を明らかにした。スピン再配列の誘起にはCo 2 + が有効であることを明確にした。
3) ガドリニウム・ガリウム・ガーネット (GGG) は磁性ガーネット・エピタキシャル膜成長用基板単
結晶に用いられるが，その引上法による単結晶育成条件を検討した。融液のGd20 3 : Ga 20 3組成比を
変えて得たGGG 単結晶の格子定数を精密測定し，その結果，ややGd203 過剰の融液から引上げるこ


















高品質をうる方法を確立している。さらに微量のCo ， Ti を添加した場合のスピン再配列についてしら
ベCo2+がスピンの再配列の誘起に有効であることを明らかにしている。次にGGG基板単結晶の引上法
による育成についてGd203 と Ga203 の組成比が単結晶の品質に及ぼす影響を明らかにしている。バブ
ル膜ガーネットについては直径2μm の磁気バブルをうる 8 種類の混合希土類ガーネット組成について
実験し，結果が計算機シミュレーションによるものと良く一致することから研究効率の向上に寄与し
ていることを示している。又，高速用のガーネット膜として (110) 面の基板上に育成する方法， Bi 入
りガーネットさらにサブマイクロンバブル用の材料についても開発実験を行っている。よってこの論
文は磁気メモリの分野に大きく貢献しており学位論文として価値あるものと認める。
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